
任何位移的探测

旋转
通道 关闭 开/关 压力

方向移动

有无位置尺寸

利用相位差
可测定方向

●品名构成说明

Surface mount type

Additional Number Additional Number

Gap Width Gap Width

2— 1 5R IP

━ROHM

透过型_光电晶体管输出
● 7位

━Photo

━Interrupter

1— 0 2 5R IP

━ROHM

● 8位

━Photo

━Interrupter 0

反射型_数字输出

R

━Reflector

7— 0 2 0R P

━ROHM

● 8位

━Photo

0 Surface mount type

Additional Number

630nm light source

Additional Number

反射型_光电晶体管输出

2— 2 0R RP

━ROHM

● 8位

━Photo

━Reflector U

U

光学传感器
透过型光电断路器　 P.285 反射型光电传感器　 P.285

红外发光二极管(NIR：近红外线)　 P.286 光电晶体管(NIR：近红外线)　 P.287

红外发光二极管(SWIR：短波红外线)　 P.287 光电二极管(SWIR：短波红外线)　 P.287

封装 P.288

点击图标即可链接至罗姆官网的产品介绍页面。可通过官网确认最新情况。
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透过型光电断路器
线性光电晶体管输出

Package Exterior Part No. Output type
Standard Characteristics

Detection Groove 
Width (mm)

Slit Width 
(mm) IC (mA) tr, tf (µs) Packing 

Specifications Positioning RemarksVCE (V) IF (mA)

Surface Mount 
type

RPI-0128

Phototransistor

1.2 0.2 1.0 Min
5.0 Max 5 5 10

Taping

Ultra-
Compact

RPI-0125 1.2 0.3 0.45 Min
4.95 Max 5 20 10 Ultra-

Compact

RPI-0226 2.0 0.3 0.1 Min 5 5 50 Compact

RPI-0352E 3.0 0.4 0.18 Min 5 10 10
Wide Gap, 
Energy Saving, 
High Efficiency

RPI-0451E 4.5 0.5 0.16 Min 5 10 10
Wide Gap, 
Energy Saving, 
High Efficiency

Lead type

RPI-122 0.8 0.25 0.18 Min
1.08 Max 0.7 3 10

Bulk

Ultra-
Compact

RPI-121 0.8 0.4 0.7 Min 5 20 10 Ultra-
Compact

RPI-125 1.2 0.3 0.45 Min
4.95 Max 5 20 10 Ultra-

Compact

RPI-221 2.3 0.4 0.2 Min 5 20 10

RPI-222 2.0 0.2 0.18 Min
0.95 Max 5 10 10

RPI-243 2.0 0.4 0.5 Min 5 20 10

RPI-246 2.0 0.2 0.35 Min
1.2 Max 5 20 10

RPI-352 3.0 0.4 0.2 Min 5 20 10 Wide Gap

RPI-441C1 4.0 0.5 0.2 Min 5 20 10 Wide Gap

RPI-441C1E 4.0 0.5 0.2 Min 5 10 10
Wide Gap, 
Energy Saving, 
High Efficiency

反射型光电传感器
数字输出

Package Part No. Type 接口 Features Visible Light 
Filter

Supply Voltage Emitter 
Wavelength

(nm)

Recommended 
Operating 
Distances

(mm)
VDD/VCC

(V)
VLEDA/VVCSELA

(V)

2.0×1.0×0.55t

RPR-0720 SMD Digital
(I2C)

VCSEL Drvr.
Proximity Sensor

Built-in Nose 
Cancellation 

Function
1.7 to 3.6 2.7 to 4.5 940 <10

3.94×2.36×1.35t

RPR-0521RS SMD Digital
(I2C)

LED Drvr.
Proximity Sensor

Ambient Light Sensor

Built-in Nose 
Cancellation 

Function
2.5 to 3.6 2.8 to 5.5 940 <50

光电晶体管输出

Package Part No. Type 接口 Features Visible Light 
Filter

Absolute maximum ratings  Emitter
Wavelength

(nm)

Focus Length
(mm)IF

(mA)
VCEO

(V)

6.4×4.9×6.5t
Wtihout Leadframe

RPR-220 DIP Analog Visible light 
filter 50 30 940 6.0

6.4×4.9×6.5t
Wtihout Leadframe

RPR-220UC30N DIP Analog Red LED — 30 30 630 6.0
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红外发光二极管(NIR：近红外线)
适用于遥控器送信机、光通信等，拥有丰富的产品系列。

系列名称
SIR

S I

封装颜色输出形态

3R —

附加编号

S14 F3T

S Infrared LED T Clearϕ3 and ϕ5 types lamp infrared LED

引脚形状
Straight3F

S M L — R

封装类型系列名称

1S

SML

SCM

chip LED   

chip LED

P1

D1

H1

M1

S1

01

81

1.0×0.6 t=0.2mm

1.6×0.8 t=0.55mm

2.0×1.25 t=0.8mm

2.0×1.25 t=0.8mm

3.2×1.6 t=1.85mm

3.5×1.5 t=2.2mm

3.4×1.25 t=1.1mm

元件发光色 元件分类
代码

特别记载
R

T

PD

S10

S12

S13

S14

S15

Infrared

Phototransistor

Photodiode

Infrared SWIR

Infrared SWIR

Infrared SWIR

Infrared SWIR

Infrared SWIR

元件类型
0

2

3

4

5

Low current type

High luminous
intensity type

Ultra high
luminous
intensity type

T3

树脂颜色

T

W

B

Transparent
colorless

Milky white

Black

C S L

封装类型系列名称

90 20

CSL chip LED 09

10

15

1.6×0.8 t=1.24mm

1.6×0.8 t=1.06mm

1.0×0.55 t=0.5mm

元件分类
代码

R

元件发光色
R

R3

S10

S12

S13

S14

S15

T

Infrared

Infrared

Infrared SWIR

Infrared SWIR

Infrared SWIR

Infrared SWIR

Infrared SWIR

Phototransistor

T

特别记载 树脂颜色

T

W

B

Transparent
colorless

Milky white

Black

●品名构成说明

红外发光二极管

Package Part No. Type Features

Absolute 
Maximum Rating Standard Characteristics

IF 
(mA)

IE 
(mW/sr)

VF 
(V)

λP

(nm)
tr, tf
(µs)

θ1/2 
(deg)

IF 
(mA)

IF 
(mA)

ϕ3mm

SIR-34ST3F DIP Optimized for remote controls 100 10.5 50 1.3 100 950 1 27

SIR-341ST3F DIP Compact, high power 75 18.1 50 1.3 50 940 1 16

ϕ5mm

SIR-56ST3F DIP Optimized for remote controls 100 15 50 1.3 100 950 1 15

SIR-563ST3F DIP High power, Optimized for remote controls 100 21 50 1.34 50 940 1 15

表面贴装红外LED　顶面发光型

Package
(mm)  Part No. LED 

Chip
Emitting

Color

Electrical and Optical Characteristics (Ta=25°C) Absolute Maximum Rating (Ta=25˚C)

Peak Wavelength 
λP 

Radiant Intensity Forward Voltage
VF

Reverse Current  
IR

Power 
Dissipation 

PD

(mW)

Forward
Voltage 

IF
(mA)

Peak 
Forward 
Current 
IFP

(mA)

Reverse 
Voltage 
VR

(V)

Operating 
Temperature 

Topr
(˚C)

Storage 
Temperature 

Tstg
(˚C)

Typ
(nm)

IF
(mA)

Min 
(mW/sr)

Typ 
(mW/sr)

Max 
(mW/sr)

IF
(mA)

Typ
(V)

IF

(mA)
Typ
(µA)

VR

(V)

1.0×0.6 (t=0.2)

SML-P14RW AlGaAs Infrared 860 30 1.8 2.8 4.5 30 1.5 30 10 5 100 50 200*1 5 −40 to +85 −40 to +100

SML-P14R3W AlGaAs Infrared 940 30 1.8 2.8 4.5 30 1.5 30 10 5 100 50 200*1 5 −40 to +85 −40 to +100

1.6×0.8 (t=1.24)

CSL0902RT AlGaAs Infrared 850 20 2.8 4.6 5.6 20 1.4 20 10 5 60 30 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

CSL0902R3T AlGaAs Infrared 940 20 (2.8) (4.6) (7.1) 20 1.4 20 10 5 60 30 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

1.6×0.8 (t=1.06)

CSL1002RT AlGaAs Infrared 850 20 1.4 1.9 2.8 20 1.4 20 10 5 60 30 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

CSL1002R3T AlGaAs Infrared 940 20 (1.4) (1.9) (2.8) 20 1.4 20 10 5 60 30 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

2.0×1.25 (t=0.8)

SML-H15RT AlGaAs Infrared 850 20 1.8 2.2 2.8 20 1.4 20 10 5 60 30 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

2.0×1.25 (t=0.8)

SML-M13RT AlGaAs Infrared 870 20 0.5 1.7 3.5 20 1.4 20 10 5 60 30 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

3.0×1.5 (t=2.2)

SCM-013RT AlGaAs Infrared 850 20 0.5 2.0 5.0 20 1.4 20 10 5 57 30 300*1 5 −40 to +85 −40 to +100

3.2×1.6 (t=1.85)

SML-S13RT AlGaAs Infrared 850 20 1.5 2.5 3.6 20 1.4 20 10 5 60 30 300*1 5 −40 to +85 −40 to +100

3.2×1.6 (t=1.85)

SML-S15R2T AlGaAs Infrared 870 20 5.6 12 22 20 1.4 20 10 5 100 50 300*1 5 −40 to +85 −40 to +100

表面贴装红外LED　侧面发光型

Package
(mm)  Part No. LED 

Chip
Emitting

Color

Electrical and Optical Characteristics (Ta=25°C) Absolute Maximum Rating (Ta=25˚C)

Peak Wavelength 
λP 

Radiant Intensity Forward Voltage
VF

Reverse Current  
IR

Power 
Dissipation 

PD

(mW)

Forward
Voltage 

IF
(mA)

Peak 
Forward 
Current 
IFP

(mA)

Reverse 
Voltage 
VR

(V)

Operating 
Temperature 

Topr
(˚C)

Storage 
Temperature 

Tstg
(˚C)

Typ
(nm)

IF
(mA)

Min 
(mW/sr)

Typ 
(mW/sr)

Max 
(mW/sr)

IF

(mA)
Typ
(V)

IF

(mA)
Typ
(µA)

VR

(V)

1.0×0.55 (t=0.5)

CSL1501RW AlGaAs Infrared 860 30 1.9 2.5 3.4 30 1.5 30 10 5 100 50 200*1 5 −40 to +85 −40 to +100

CSL1501RT AlGaAs Infrared 860 30 1.9 2.5 3.4 30 1.5 30 10 5 100 50 200*1 5 −40 to +85 −40 to +100

CSL1501R3T AlGaAs Infrared 940 30 1.9 2.5 3.4 30 1.5 30 10 5 100 50 200*1 5 −40 to +85 −40 to +100

*1 Duty≤1/10, 1kHz (　): 参考值

TP 3— 4 BP 3 FR

ϕ3 type Photo Detector

系列名称
RPT

附加编号 输出形态 封装颜色 引脚形状
PhototransistorP ColoredB 3F Straight

286

光学传感器

www.rohm.com.cn

光
学
传
感
器

光
学
传
感
器

出
力
日
時
：

24/02/23 11:02

カテ
ゴリ

光
セ
ン
サ  

英

初 

校

再 

校

三 

校

四 
校

五 

校

六 

校
︵
ラ
ピ
ス
製
品
分
の
み
︶



光电晶体管(NIR：近红外线)
罗姆的光电晶体管可用于高可靠性、高输出的各种小型精密仪器。

光电晶体管

Package Part No. Type Feature
Visible
Light 
Filter

Visible Light Filter Standard Characteristics

VCEO

(V)

PC 
Max
(mW)

ICEO 
Max
(µA)

IC
(mA)

λP

(nm)
tr, tf
(µs)

θ1/2
(deg)VCE

(V)

ϕ3mm

RPT-34PB3F DIP Visible light filter 32 150 0.5 10 2.0 Min 800 10 36

RPT-37PB3F DIP Visible light filter, 
Polarity discrimination 32 150 0.5 10 2.0 Min 800 10 36

RPT-38PB3F DIP Visible light filter 32 150 0.5 10 2.0 Min 800 10 36

光电晶体管(NIR：近红外线)

Package
(mm)  Part No. LED Chip

Electrical and Optical Characteristics (Ta=25˚C) Absolute Maximum Ratings (Ta=25˚C)

Light Current Dark 
Current

Sensitivity
Wavelength

Collector-Emitter 
Saturation Voltage Collector-

Emitter
Voltage
(V)

Emitter-
Collector
Voltage
(V)

Collector
Current
(mA)

Collector
Power

Dissipation
(mW)

Operating
Temperature

Topr
(˚C)

Storage
Temperature

Tstg
(˚C)

Min
(mA)

Max
(mA)

VCE (V)
/E (Lx)

Max
(µA)

VCE

(V)

λP

Typ
(nm)

Min
(V)

Typ
(V)

Max
(V)

IC 
(mA)

/E (Lx)

2.0×1.25 (t=0.8)

SML-H10TB Si 2.0 4.0 5/
500 0.5 10 800 — — 0.4 0.1/

500 32 5 30 80 −30 to 
+85

−30 to 
+100

3.0×1.5 (t=2.2)

SCM-014TB Si 0.3 3.8 5/
500 0.5 10 800 — — 0.4 0.1/

500 32 5 30 100 −30 to 
+85

−30 to 
+100

Reverse Mount Available
3.4×1.25 (t=1.1)

SML-810TB Si 2.3 3.8 5/
500 0.5 10 800 — — 0.4 0.1/

500 32 5 30 80 −30 to 
+85

−30 to 
+100

红外发光二极管(SWIR：短波红外线)

光电二极管(SWIR：短波红外线)

表面贴装红外LED

Package
(mm) Part No. LED 

Chip
Emitting

Color

Electrical and Optical Characteristics (Ta=25°C) Absolute Maximum Rating (Ta=25˚C)

Peak Wavelength 
λP 

Radiant Intensity Forward Voltage
VF

Reverse Current  
IR

Power 
Dissipation 

PD

(mW)

Forward
Current  

IF
(mA)

Peak 
Forward 
Current 
IFP

(mA)

Reverse 
Voltage 
VR

(V)

Operating 
Temperature 

Topr
(˚C)

Storage 
Temperature 

Tstg
(˚C)

Typ
(nm)

IF

(mA)
Min 

(mW/sr)
Typ 

(mW/sr)
Max 

(mW/sr)
IF

(mA)
Typ
(V)

IF
(mA)

Typ
(µA)

VR

(V)

1.6×0.8 (t=1.24)

CSL0901S10T AlGaAs Infrared (1050) 50 (7.1) (13) (18) 50 1.2 50 10 5 150 80 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

CSL0901S13T InAlGaAs Infrared (1300) 50 (3.6) (6.0) (9.0) 50 1.0 50 10 5 150 80 100*1 5 −40 to +85 −40 to +100

*1 Duty≤1/10, 1kHz (　): 参考值

光电二极管(SWIR：短波红外线)

Package
(mm) Part No.

Electrical and Optical Characteristics (Ta=25°C) Absolute Maximum Rating (Ta=25˚C)

Photo 
Sensitive 

Area
(um)

Sensitivity 
Wavelength
(Typ) (nm)

Dark Current (nA) Responsivity
(A/W)

λP=1550nm

Reverse 
Voltage

(V)

Operation 
Temperature 

Topr
(˚C)

Storage 
Temperature 

Tstg
(˚C)

VR=1V

Typ Max

2.0×1.25 (t=0.8)

SML-H10PD2B φ200 1550 (0.04) (0.80) 1 5 −25 to +85 −40 to +100

(　): 参考值
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封装
●外形尺寸图 (单位：mm)

A'

0.
75

3.
3

2.
8 2.
2

3.6

0.31.2

A

A-A'

（
1.

6）
（

2.
35
）

（1.28）
（2.9）

（
0.

4）
（

0.
7）

●RPI-0125●RPI-0128

0.5

0.
7

φ0.6

4.4

φ0.8

2-C0.2

2.
8

(1
)

(0
.7

5)

1.
7

3.4

(0.3)

1.5

C0.20.
4

2-C0.1

2.0

2.
0

0.
15

2.7

0.
25

0.
55

①

②

④

③

A

A'

A-A'

B

●RPI-0226

●RPI-121

4.4

3.6

0.8

0.25

3.
4

3.
3 2.
8 2.
3

（2.7）

1

(0
.5

)

（
2.

5 ）

A-A'

B-B'

A

A'

B

B'

0.4

（2）

4－0.2
4－0.5
4－0.4

●RPI-122

4.9

2.3
0.4

2.
6

A
1.

5
2.

6

3.
3

1

M
in

.5
A-A'

A'

（4） （2）
4－0.2

4－0.5

4－0.4

●RPI-221
4.9

2.
6

0.
2

(0
.4

)

2

2.
3

3.
3

M
in

.5

1

(1
.5

)

A-A'

A

A'

（4） （2）
4－0.2

4－0.5

4－0.4

0.2

●RPI-222, RPI-222G

●RPI-246

2

5

4.
2

φ1.5

2.
8

5.
2

M
in
.5

1

0.
2

1.
6

A-A'

A

A'

（2.5）（
1.

5）

（4）

4－0.2
4－0.5

●RPI-243

5

0.4

φ1.5

4.
2

1

2

2.
8

5.
2

M
in

.5

1.
2

A-A'

A

A'

（
1.

5）

（4） （2.5）

4－0.5

●RPI-125

A'

3.
3

2.
8

3.6
2.6

0.31.2

A-A'

2.
2

0.
7

(2
.5

)

0.
75

A

（2.75） （2）
0.15

4－0.5
4－0.4

(1
.2

)

0.
8

4.
2

6.4

0.4
3 A-A'

A 1.
2

5.
4

M
in

.5

φ1

φ1.4

A' 

4－0.2

（5）

（
1.

5）

4－0.5

（2.5）

●RPI-352

Gap

A'

A

4.
2

5.
2

C0.4

1.
2

C0.
6

0.
5

1.
2

4.
2

(2
.4

)

(2.5)

4

3.6

3.25 φ1.2

4-0.5

8

(6.7)

3.
6

4-0.2

A-A'

●RPI-441C1, RPI-441C1E

2.
5

6.4

0.5

5.
4

4.8

3.
9

4.
2

1

3

4

1.3

(1
.2

)
0.

5
0.

2

(1
.2

)

φ1.4

φ1

3.
2

A-A'

(0.4)

(0
.6

)

A

A'

0.
8

●RPI-0352E

4－0.5A'

A

A-A'

3.6

2.
6

3.
3 2.

3 1.
5 1

M
in

.2

0.4

1
0.8

（2.65） （2）

4－0.2 4－0.4

2.5

1.
6

1.2

A

A'

1.
8

0.
45

0.
2

(0
.3

4)

1.
4

0.
6

0.9
2

(0.2)

(0
.1

)
(0

.6
5)

A-A'

●RPI-0451E

5.
2

4.
2

4.
2

4.5

7.8

GAP 4.1

1 1.45

2.
1

2.
54-

0.
5

1.15 1.156.3

φ0.8φ1.2

(1
.2

) 

(1
.2

) 

(0.5) 

(2-C0.6) 

(C0.2) (C0.4) 

0.
4

0.
8

(O
p

tic
al

 a
xi

s)
 

A'

A

A-A'

O
p

tic
al

ax
is
）

（

GAP

O
p

tic
al

ax
is
）

（

GAP

Package
bottom

O
p

tic
al

ax
is
）

（

B area close up
(Lead point section)

GAP

O
p

tic
al

ax
is
）

（

GAP

O
p

tic
al

ax
is
）

（

GAP

O
p

tic
al

ax
is
）

（

GAP

O
p

tic
al

ax
is
）

（

GAP

O
p

tic
al

ax
is
）

（

GAP

O
p

tic
al

ax
is
）

（

GAP

O
p

tic
al

ax
is
）

（

Gap
Gap

O
p

tic
al

ax
is
）

（

O
p

tic
al

ax
is
）

（O
p

tic
al

ax
is
）

（

(O
p

tic
al

 a
xi

s)

＜透过型光电断路器＞
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＜反射型光传感器＞
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＜NIR：近红外线/SWIR：短波红外线＞

＜光电晶体管＞ ＜红外发光二极管＞
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